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図 1: (a)m = +1モード，(b)m = −1モード電
子サイクロトロン波入射時の空間電位 r−z分布．

筆者らはこれまで，不均一磁場配位中電子サイクロトロン共鳴 (ECR) 加熱に伴うプラズマ電位
形成の物理機構解明を目的として，イオンフロー制御型プラズマ源を開発し,1) 電位形成に対するイ
オンフローエネルギーの効果を解明してきた.2) 今回，入射マイクロ波のモード，及び波動伝搬と電
位形成の関連性を調べるために，m = ±1モードの電磁波を選択的に入射し，その際のプラズマ電
位構造，及び電磁波の偏波方向を測定したので報告する．
実験は東北大学QT−Upgrade Machineを用いて行った．イオンフロー制御型プラズマ源によって

電子はマクスウェル分布，イオンフローエネルギーは約 15 eV，電子密度 1× 1010 cm−3のプラズマ
を不均一磁場配位中弱磁場側 (z = 100 cm) で生成し，強磁場領域側 (z = −45 cm) から，m = +1

モード，及びm = −1モードの電子サイクロトロン波を入射した場合の空間電位の r − z分布を図
1(a)，1(b)にそれぞれ示す．ここで，入射電磁波の周波数は 6 GHzであり，ECR点は z = 26 cmで
ある．図 1(a)より，半径方向中心領域において，プラズマ流に沿ってECR点近傍で空間電位が急激
に上昇していることが分かる．すなわち，m = +1モード入射の場合は中心領域にダブルレイヤーが
形成されていることが分かる．一方，図 1(b)に示したm = −1モード入射においては，m = +1モー
ド入射とは対照的に，半径方向周辺領域においてダブルレイヤーが形成されていることが分かる．
この入射モードによる構造形成の差異の物理機構を解明するために，プラズマ中電磁波の偏波方

向を調べたところ，m = +1モード入射時は中心領域で，m = −1モード入射時は周辺領域で右旋偏
波となっていることが明らかになった．すなわち，偏波方向の半径方向分布を見ると，両者のモー
ドにおいて中心と周辺領域で偏波方向が反転しており，右旋偏波領域のみでECR加熱が起き，ダブ
ルレイヤーが形成されると考えられる．講演では，波動伝搬の詳細についても報告する．
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